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Weak-link Nb-based scanning nano-SQUID
















Weak-link Nb-based scanning nano-SQUID microscope system 

























































付近の Nb/Au 膜のみを残した試料での Tc測定から、基板端から 2μmまでの領域では Nb/Au膜の
Tc の減少がみられた。nano-SQUID加工ではまず、先端から4～5μmの距離に弱結合型 JJを有する
ループ面積 1μm2，ブリッジ幅 80nmの Nb製 nano-SQUID を作製した。Nano-SQUID 加工後の走査型
イオン顕微鏡像を Figure 1(a)に示す。また Nb/Au膜の Tc が増大した劣化した部分を除去し、よ










本測定系での水晶振動子の Q値は低温で約 20000であった。これは nano-SQUIDプローブと試料の
接触を検出するために十分に大きい値であった。今回開発した nano-SQUID顕微鏡の冷凍機ベース
























スで駆動されたSQUID間電圧 Vsqは、試料上の交流磁場によって1873 Hzの変調を受ける。この Vsq
の変化をロックインアンプを用いて同期して検出し、Figure 2(b)の傾きの逆数で表される磁場-
電圧変換係数によって磁場への換算を行った。nano-SQUIDの磁場感度特性は別途校正した。
　Figure 3(a),(b)に機械研磨を行った SQUIDプローブを用いた測定温度 4 K外部磁場 0 mT、試料
電流 70μAと 2.8μAでの磁場マッピングの結果を示す。プローブは基板に対して 51度の角度で配
置した。試料表面と SQUIDとの距離は1.5μmであった。Figure 3(d)に Hall-bar試料の顕微鏡写
真を示す。電流は Hall-bar側面の幅 10μmの電圧プローブ 1,2間に流した。電流の向き及び電流
密度を反映した磁場分布が得られた。Figure 3(c)には機械研磨をしていないプローブを用いた同
















CVD によって成膜された20μm×20μmの W-C フィルムについて、磁気遮蔽効果の観察を行った。
同じ観察範囲に設置された幅 2μmのNb/Au電極では明確に磁気遮蔽効果による磁場の減少が観察
されたのに対し、よりサイズの大きい W-Cフィルム直上での磁場の減少は Nb/Au電極とくらべ 1/3
程度であった。数値計算との比較から、W-Cフィルム内に渦糸が侵入している場合に、測定結果が
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